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１．概要（Summary） 

ULSI（大規模集積回路）の微細化・高集積化に伴いそ

の製造工程に用いられるプラズマエッチングプロセスへの

要求は高まっている。例えば、加工精度はパターンサイズ

の 10％以下とされており、今後は 1 nmといった原子レベ

ルでしか加工のズレは許容されない。そのため、プラズマ

エッチングプロセスの制御、つまりプラズマ中のイオンやラ

ジカルの組成や量の制御が重要となる。これら制御パラメ

ータはプロセスガスの分子構造に大きく依存していること

から、要求されるエッチング特性を実現するには最適なガ

スの分子構造をデザインし、各種半導体材料のエッチン

グ特性を知る必要がある。本研究では、開発した新規プロ

セスガスの解離反応およびエッチング特性を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 二周波励起プラズマエッチング装置 

・実験方法 

比較用のガスとして絶縁膜のエッチングに使用される

ハイドロフルオロカーボンガスに注目し、絶縁材料である

SiO2と SiN および poly-Si に対するエッチング特性を調

べた。ハイドロフルオロカーボンを二周波励起プラズマエ

ッチング装置へ導入し、分光エリプソメトリー法によりプラ

ズマプロセス後の膜厚変化を測定し、エッチング速度を算

出した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に CH2F2/Ar プラズマ中の各種材料のエッチン

グ速度の CH2F2 流量比依存を示す。流量 10 sccm の

SiO2 と SiN、poly-Si のエッチング速度はそれぞれ 180 

nm/min、140 nm/min, 100 nm/min となった。流量 25 

sccm以上では Siのエッチングは起こらず、フルオロカー

ボン膜の堆積が起こった。これにより、Siに対する SiO２お

よび SiN の非常に高い選択的エッチングを得ることが可

能である。 

 

Fig. 1 Etching rate as a function of a flow rate of 

CH2F2. 
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